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Multi‐turn injection simulation

Gillespie’s formula

Possible Injectors

LINAC FFAGLINAC FFAG

E (MeV/u) C4+ 7 6

N/pulse (109) 60 5.9

Emittance (πμm) 6.4 8.8

N_turn (109) 0.40 5.9

Pulse length (μs) 300Pulse length (μs) 300

Tolerable foil hits 12 10

Accumulation turns 150 19

N_total (1011) 0.60 1.0

Emittance (πμm) final 17 17

Septum separation

b l f d lInjection beam clears from main dipoles

Enough space for stripping foil assemply

Using the 7 MeV/u linac or the 6 MeV/u FFAG C4+ sources, we can easily accumulate 
a beam of 1011 C6+ with an emittance of 17 π‐mm‐mrad in the synchrotron.


